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Тема дисертації:
1. Технологія одержання кремнієвих приладових структур підвищеної якості з використанням
високоенергетичних джерел випромінювання і відновлюваних термообробок

2. The technology of high-quality silicon device structures getting using high-energy radiation sources and heat
treatment.

Реферат:
1. Здійснено аналіз можливостей отримання високолегованих шарів з використанням високоенергетичних
джерел випромінювання та термообробки для далекого ІЧ-діапазону з малою концентрацією домішок.
Розроблено комп’ютерну модель процесів захоплення домішки фосфору в процесі високоенергетичної
імплантації кремнію на межі розділу, модель просторового розподілу вільних носіїв, що генеруються в
напівпровіднику випромінюванням, які дозволили запропонувати рекомендації щодо проведення процесів
легування домішками та оптимізації технологічних параметрів. Розроблено технологію виготовлення
приладових кремнієвих структур методом іонної імплантації з двоступеневим електронним відпалом, яка
дозволяє отримати максимальні концентрації домішок, що значно (2,5 рази) перевищує межу рівноважної



розчинності. Проведено експериментальну перевірку, яка їх підтвердила

2. The analysis of opportunities for high layers using high energy radiation sources and for treating the far infrared
range with a low concentration of impurities is done. A computer model of the processes of capture phosphorus
impurities in the high energy implantation of silicon at the interface model the spatial distribution of free carriers
generated in the semiconductor radiation, which allowed offering recommendations for the processes of doping
impurities and optimization of process parameters is made. Technology of producing instrument silicon structures
by ion implantation of electronic two-stage annealing, which provides a maximum impurity concentration that
significantly (2.5 times) than the equilibrium solubility limit is made. An experimental verification, confirming the
previous fact is done
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